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A. Cel  ćwiczenia

- Poznanie właściwości tranzystorów bipolarnych i ich parametrów

- Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego: (w układzie OE)

wyjściowych IC = f(UCE)      przy   IB      = const. 

wejściowych IB = f(UBE)      przy   UCE  = const. 

przejściowych IC = f(IB)         przy   UCE  = const. 

B. Program ćwiczenia

a) Wykreślenie rodziny charakterystyk wejściowych tranzystora bipolarnego

b) Wykreślenie rodziny charakterystyk wyjściowych tranzystora bipolarnego

c) Wykreślenie rodziny charakterystyk przejściowych tranzystora bipolarnego

C. Część pomiarowa

W celu zdjęcia charakterystyk tranzystora (w układzie OE) należy skorzystać z układu jak na 
rys. 1. 
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Rys. 1. Układ do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE 
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a) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk wyjściowych tranzystora BD 137 IC = f(UCE) przy
IB= const.

Tabela 1 
UCE  [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

UCE  [V] 
IC [mA] 

0,9 1 5 8 10 15 

Dla IB=100 [µA] 

Tabela 2 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

UCE [V] 
IC [mA] 

0,9 1 5 8 10 15 

Dla IB=200 [µA] 

Tabela 3 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

UCE [V] 
IC [mA] 

0,9 1 5 8 10 15 

Dla IB=300 [µA] 

Tabela 4 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

UCE [V] 
IC [mA] 

0,9 1 5 8 10 15 

Dla IB=400 [µA] 



Opracowali: dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni, dr inż. Jerzy Chmiel, dr inż. Ewa Dudek, 
inż. Andrzej Szmigiel, Wydział Transportu PW. Warszawa 2021. 

4 

b) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk wejściowych tranzystora BD 137 IB = f(UBE)
przy  UCE= const.

Wyznaczyć rodzinę charakterystyk przejściowych tranzystora BD 137 IC = f(IB) 
przy  UCE= const. 

Tabela 5 
IB [µA] 

(int) 5 10 15 30 50 100 250 500 750 1000 

IB [µA] 
UBE [V]
Ic [mA] 

Dla UCE= 5 [V] 

Tabela 6 
IB [µA] 

(int) 5 10 15 30 50 100 250 500 750 1000 

IB [µA] 
UBE [V]
Ic [mA] 

Dla UCE= 10 [V] 

Tabela 7 
IB [µA] 

(int) 5 10 15 30 50 100 250 500 750 1000 

IB [µA] 
UBE [V]
Ic [mA] 

Dla UCE= 12 [V] 

c) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk wyjściowych tranzystora 2N 3055 IC = f(UCE) przy  IB=
const.

Tabela 8 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 

UCE [V] 
IC [mA] 

2 3 5 10 12 15 

Dla IB=500 [µA] 
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Tabela 9 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 

UCE [V] 
IC [mA] 

2 3 5 10 12 15 

Dla IB=1000 [µA] 
Tabela 10 

UCE [V] 
(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 

UCE [V] 
IC [mA] 

2 3 5 10 12 15 

Dla IB=2000 [µA] 

Tabela 11 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 

UCE [V] 
IC [mA] 

2 3 5 10 12 15 

Dla IB=3000 [µA] 

Tabela 12 
UCE [V] 

(int) 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 

UCE [V] 
IC [mA] 

2 3 5 10 12 15 

Dla IB=4000 [µA] 
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d) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk wejściowych tranzystora 2N 3055 IB = f(UBE)
przy  UCE= const.

Wyznaczyć rodzinę charakterystyk przejściowych tranzystora 2N 3055 IC = f(IB) 
przy  UCE= const. 

Tabela 13 
IB [mA] 

(int) 0,5 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

IB [mA] 
UBE [V]
Ic [mA] 

Dla UCE= 5 [V] 

Tabela 14 
IB [mA] 

(int) 0,5 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

IB [mA] 
UBE [V] 
Ic [mA] 

 Dla UCE= 10 [V] 

Tabela 15 
IB [mA] 

(int) 0,5 1 2 3 4 5 6 8 9 10 

IB [mA] 
UBE [V] 
Ic [mA] 

 Dla UCE= 15 [V] 

D. Symulacyjna komputerowa

W celu pomiaru charakterystyk tranzystora bipolarnego należy skorzystać z układu 
przedstawionego na rys. 1. Używając programu komputerowego podanego przez 
prowadzącego należy wykonać układ przedstawiony na rys. 2. 
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Rys. 2. Układ do pomiaru charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie OE 

a) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk wyjściowych tranzystora BC107A IC = f(UCE) przy
IB= const.

Tabela 16 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
IC [mA] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=25 [µA] 

Tabela 17 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
IC [mA] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=50 [µA] 

Tabela 18 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
IC [mA] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=75 [µA] 

Tabela 19 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
IC [mA] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=100 [µA] 
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b) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk zwrotnych tranzystora BC107A UBE = f(UCE) przy
IB= const.

Tabela 20 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
UBE [V] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=25 [µA] 

Tabela 21 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
UBE [V] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=50 [µA] 

Tabela 22 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
UBE [V] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=75 [µA] 

Tabela 23 
UCE [V] 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
UBE [V] 

0,8 0,9 1 5 10 15 20 

dla IB=100 [µA] 

c) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk wejściowych tranzystora BC107A UBE = f(IB) przy
UCE= const.

Tabela 24 
IB [µA] 0 1 2 5 10 20 30 40 50 
UBE [V] 

60 70 80 90 100 

dla UCE = 5 [V] 
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d) Wyznaczyć rodzinę charakterystyk przejściowych tranzystora BC107A IC = f(IB) przy
UCE= const.

Tabela 25 
IB [µA] 0 1 2 5 10 20 30 40 50 
IC [mA] 

60 70 80 90 100 

dla UCE = 5 [V] 

Tabela 26 
IB [µA] 0 1 2 5 10 20 30 40 50 
IC [mA] 

60 70 80 90 100 

dla UCE = 10 [V] 

Tabela 27 
IB [µA] 0 1 2 5 10 20 30 40 50 
IC [mA] 

60 70 80 90 100 

dla UCE = 15 [V] 

Dla pomierzonych tranzystorów bipolarnych: 
- wykreślić rodziny charakterystyk wyjściowych IC = f(UCE) przy IB= const.,
- wykreślić rodziny charakterystyk zwrotnych UBE = f(UCE) przy IB= const.,
- wykreślić rodziny charakterystyk wejściowych UBE = f(IB) przy UCE= const.,
- wykreślić rodziny charakterystyk przejściowych IC = f(IB) przy UCE= const.,
- obliczyć wartość współczynnika wzmocnienia prądowego β0.

E. Wyposażenie

Elementy układu: 
Rezystor R = 1 kΩ .......................................................................................................... szt. 1 
Tranzystor  BD 137 ......................................................................................................... szt. 1 
Tranzystor  2N 3055 ....................................................................................................... szt. 1 

Sprzęt pomiarowy: 
Cyfrowy miernik uniwersalny ........................................................................................... szt. 4 

Źródło zasilania: 
Zasilacz podwójny .......................................................................................................... szt. 1 

Akcesoria: 
Płyta montażowa ............................................................................................................ szt. 1 
Komplet przewodów........................................................................................................ szt. 1 
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Komputer wraz z oprogramowaniem do symulacji elementów i układów elektronicznych 
analogowych i cyfrowych 

F. Zagadnienia do przygotowania

1. Różnica między półprzewodnikami samoistnymi a domieszkowanymi.
2. Zależność między prądami zerowymi w dwuzłączowym tranzystorze bipolarnym.
3. Zasada działania bipolarnego tranzystora dwuzłączowego.
4. Polaryzacja normalna tranzystora.
5. Obszary ograniczające pracę tranzystora.
6. Schematy zastępcze tranzystora ( WE, WB, WC ) w oparciu o macierz typu h.
7. Charakterystyki statyczne tranzystora w konfiguracji WB, WE, WC.
8. Zależności pomiędzy α i β.
9. Konfiguracje pracy tranzystora.
10. Parametry α, αo, β, βo.
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